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はじめに：赤色域 GaInN/GaN系 LEDの発光効率を高めること

が実用上の大きな課題である。ナノコラムでは貫通転位フィル

タリング、ひずみ緩和効果が発現され、赤色域で高い内部量子

効率(～20％)が報告されており[1]、また表面プラズモン効果に

よって発光増強効果が得られる[2]。プラズモニックナノコラム

LED構造による赤色域の高効率化を目指しており、第一段階と

して、Fig.1に示すハニカム配列 GaInN/GaNナノコラム[3]は、

コラム側面にプラズモニクス金属（Au, Ag）を装着しやすく、

この構造でコラムに Au膜を装着する LEDプロセスを検討した。 

 

実験・結果：Fig.2(a)は製作したデバイスの断面図である。サファイア上に HVPEで成長された

GaNテンプレートを用い、この上に電子線蒸着法で Ti薄膜を成膜し、この表面に電子線リソグラ

フィでナノパターン描画を行い、これをマスクとして ICPドライエッチングによってナノホール

パターン選択成長用 Tiマスクを形成した。RF-MBEによってこのパターン基板上に n-GaN(Si添

加)、GaInNバルク発光領域、p-GaN (Mg添加)ナノコラムを成長させ、ハニカム配列 GaInN/GaN

ナノコラム LED結晶を作った。LEDプロセスとしてはコラム間に絶縁層を成膜し、ICP ドライエ

ッチングによって p-GaNナノコラムトップのみを露出させ、プラズモニクス金属(Au：20nm)、ス

パッタ装置で ITO透明電極を成膜して、電子線蒸着とリフトオフプロセスによって p型円形電極

を形成した。Fig. 2(b)は注入電流 30mAにおける発光スペクトルであり、ピーク波長は 497.3nm

で、青色発光が得られた。波

長の制御を進めて議論する。 
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(a) (b)  
Fig.2 (a) Cross-sectional schematic diagram of honeycomb array 

nanocolumn device, and (b)Electroluminescence spectrum at 30 mA 
with the peak wavelength of 497.3 nm 

D=255nm

 

Fig.1 GaInN/GaN nanocolumns 
with Honeycomb array 
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